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Characterization of traps in high-resistivity GaN 
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【はじめに】 

HEMT の電流コラプスの原因の一つとして、高抵抗バッファ層中のトラップの効果が指摘され

ている[1]。我々は、炭素ドープした n-GaN ショットキーダイオードで、DLTS 及びMCTS 測定に

よりトラップ評価を行い、Ev+0.86 eV 正孔トラップが主トラップであることを報告した[2]。今回

は、禁制帯幅以上の光パルスをフィリングに用いて[3]、Siドープによるｎ形化を行わずに実デバ

イスに近い高抵抗 GaN 中トラップの直接評価を行ったので報告する。 

【実験方法】 

測定試料は、SiC 基板上MOCVD成長炭素ドープの高抵抗 GaNである。オーミック電極は、Ti/Al

蒸着により作製した。光源としては、波長 355 nm のナイトライドセミコンダクター社製紫外

LED(NS355L-5RLC)を用いた。トラップの測定原理は、光オン時に生成される電子、正孔により

トラップに電子もしくは正孔を捕獲させ、光オフ時に起きる捕獲電子、正孔トラップからのキャ

リア熱放出過程を電流過渡応答として検出することにある[3]。我々は、両極性方形波重み関数を

用い、重み関数の区間で過渡応答を積分し、その一周期の時間で割ることにより、過渡応答の単

位を持つ DLTS 信号を得ている。今回は、電流過渡応答に対しては、積分後一周期で割らず、電

荷の単位で DLTS 信号を得た[4]。測定は、Ev+0.86 eV 正孔トラップが観測されるかを目的として、

280 から 330 Kの範囲で、一定温度 DLTS を行った。 

【実験結果】 

図１に、280 Kで測定した一定温度 DLTS 信号を示す。１つのピークが観測されている。図２は、

観測されたトラップの熱放出時定数のアレニウスプロットである。本方法では、電子トラップか

正孔トラップかの判別はできないが、得られた活性化エネルギーは 0.88 eVであり、正孔トラップ

0.86 eVに近い。比較のために、n-GaN(HC)ショットキーで観測される炭素関連 Ev+0.86 eV 正孔ト

ラップのアレニウスプロットも示した[2]。活性化エネルギーはほぼ一致するが、熱放出時定数に

相違があり、今後検討する予定である。 
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図 図１ 高抵抗 GaNの一定温度 DLTS 信号 図２、トラップ放出時定数のアレニウスプロット 
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